
面発光レーザーVCSEL生産用酸化装置  
 

優れた酸化性能 
  （面内均一性、再現性） 

 

 

コンパクト 
 

操作性向上 
 

安全性向上 
 

メンテナンス性向上 
 

チ ャ ン バ ■ 基 板 サ イ ズ ３インチウエハ×1枚処理（トレイサイズ：Φ８５） 
 ■ 基板加熱機構 抵抗加熱（最高加熱温度／６００℃） 
 ■ 基板回転機構 ＭａＸ.１５ｒｐｍ 
 ■ ガス導入ノズル 最高加熱温度／１５０℃ 
ガ ス 供 給 系 ■ 流 量 制 御 マスフローコントローラ方式 
 ■ 気 化 方 式 熱式気化方式（最高加熱温度／２００℃） 
真 空 排 気 系 ■ ダイアフラムポンプ   
制 御 装 置 ■ インターロック用シーケンス用コントローラ及びソフトウエア 
酸 化 性 能 ■ 画 面 均 一 性 20цm ± 0.2цm（周辺部除く３インチ基板面内） 
 ■ 再 現 性 20цm ± 0.2цm（ラン toラン） 
   ※但し、AlAsエピ膜の性能による 
ユーティリティ ■ 電 力 三相 AC200V 10KVA 接地 第３種接地 
 ■ 冷 却 水 流量 10L/min(最大) 5L/min(常用)、温度 23℃以下 
 供給側圧力：3kg/ｃ㎡ G以上 排水側背圧：0.2kg/ｃ㎡以下 
 ■ 圧 縮 空 気 供給側圧力：5.5kg/ｃ㎡ G以上 
 ■ 高 純 度 窒 素 供給側圧力：70L/min(最大) 、3kg/ｃ㎡ G以上 
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